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１．概要（Summary） 

磁化方向として情報を記憶するスピントロニクス素子へ

の情報の書き込み手法として、スピン軌道相互作用に基

づく電流誘起有効磁場[1-3]が注目されている。本研究で

は、酸化物ハーフメタル La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) と基

板からなる単純なヘテロ構造において、電流が磁化に与

える影響を調べ、ハーフメタルで初めて電流誘起有効磁

場を観測した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナ MA–20 (ﾐｶｻ)。 

【実験方法】 

膜厚 5 nm の LSMO を SrTiO3 (001) 基板上にパル

スレーザー堆積法を用いて成膜した。そして、フォトリ

ソグラフィ、ウェットエッチング、リフトオフにより、Fig. 1 の

ような 2 対のホールプローブを備えた、チャネル幅 10 

m のホールバー形状の素子に加工した。続いて、面内

で外部磁場を掃引、および回転させて電流が磁化に与え

る影響を、磁化方向を反映する横抵抗(プレーナーホー

ル効果)を解析することにより調べた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

LSMO 薄膜の磁化容易軸方向は<110>近傍にある

ため、外部磁場で磁化を[1
—

10]に揃えた。そして、±3 

mA の電流を印加した状態で[01
—

0]に外部磁場を掃

引し、磁化方向を[1
—

10]から[1
—

1
—

0]へスイッチングし

た。このスイッチングに必要な磁場は、負電流より

も正電流の場合の方が大きいことから、正(負)電流

によって、[010] ([01
—

0]) の有効磁場が誘起されてい

ると考えられる。本研究結果は、ハーフメタルを利

用した高性能スピントロニクス素子を実現するた

めの基礎になると考える。 
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Fig. 1 Micrograph of top view of a typical Hall 
bar device. 


